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[57]申請專利範圍
1.　一種非對稱式雙向矽控整流器，其包含有：一基板，其為第二導電型；一第一導電型結
構，其位於該基板上；一第一井與一第二井，其係位於該第一導電型結構內，該第一井

與該第二井皆為第二導電型，且該第一井與該第二井之側邊間隔有該第一導電型結構；

一第一埋入層與一第二埋入層，其係各別位於該第一井與該第二井之底部；一第一半導

體區域與一第二半導體區域，其係位於該第一井內，該第一半導體區域與該第二半導體

區域為相反之導電型；以及一第三半導體區域與一第四半導體區域，其係位於該第二井

內，該第三半導體區域與該第四半導體區域為相反之導電型。

2.　如申請專利範圍第 1項所述之非對稱式雙向矽控整流器，其中該第一導電型為 P型，而
該第二導電型為 N型，或者該第一導電型為 N型，而該第二導電型為 P型。

3.　如申請專利範圍第 1項所述之非對稱式雙向矽控整流器，其中該第一導電型結構可以為
未摻雜磊晶層或已摻雜之井區。

4.　如申請專利範圍第 1項所述之非對稱式雙向矽控整流器，其中該第一井中靠近作為間隔
之該第一導電型結構之的半導體區域可為第一半導體或第二半導體區域；同理在該第二

井中靠近該第一導電型結構之的半導體區域可為第三半導體或第四半導體區域。

5.　如申請專利範圍第 1項所述之非對稱式雙向矽控整流器，其中，以該第一半導體區域為
中心鏡射其另外半邊結構，則在該第一井上會增設有一與該第二半導體區域同導電型之

第五半導體區域及一第三井，第三埋入層及兩個在第三井中的半導體區域。

6.　如申請專利範圍第 1或第 5項所述之非對稱式雙向矽控整流器，其中間隔於第一井與第
二井間之該第一導電型結構表面上可摻雜有一第一導電型離子摻雜區。

7.　如申請專利範圍第 1或第 5項所述之非對稱式雙向矽控整流器，其中該第一井與該第二
井在與作為間隔之該第一導電型結構之接面上各形成有一第六半導體區域與一第七半導

體區域，其中該第六半導體區域與該第七半導體區域皆為第一導電型。
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8.　如申請專利範圍第 1或第 5項所述之非對稱式雙向矽控整流器，其中該第一井與該第二
井在與作為間隔之該第一導電型結構之介面上各形成有一第六半導體區域與一第七半導

體區域，其中該第六半導體區域與該第七半導體區域皆為第二導電型。

9.　如申請專利範圍第 1項所述之非對稱式雙向矽控整流器，其中該第一半導體區域與該第
二半導體區域連接至一陽極端，該第三半導體區域與該第四半導體區域連接至一陰極端。

10.   如申請專利範圍第 1、2、3、4或 5項所述之非對稱式雙向矽控整流器，其中該第一埋入
層之導電型可以為第一導電型，而第二埋入層之導電型可以是第一導電型或第二導電型。

11.   如申請專利範圍第 6項所述之非對稱式雙向矽控整流器，其中該第一埋 入層之導電型可
以為第一導電型，而第二埋入層之導電型可以是第一導電型或第二導電型。

12.   如申請專利範圍第 7項所述之非對稱式雙向矽控整流器，其中該第一埋入層之導電型可
以為第一導電型，而第二埋入層之導電型可以是第一導電型或第二導電型。

13.   如申請專利範圍第 8項所述之非對稱式雙向矽控整流器，其中該第一埋入層之導電型可
以為第一導電型，而第二埋入層之導電型可以是第一導電型或第二導電型。

14.   如申請專利範圍第 9項所述之非對稱式雙向矽控整流器，其中該第一埋入層之導電型可
以為第一導電型，而第二埋入層之導電型可以是第一導 電型或第二導電型。

15.   如申請專利範圍第 1~5項所述之非對稱式雙向 矽控整流器，其中該半導體區域間皆設有
一隔離結構，其可選自於場氧化層、淺溝渠或是未摻雜任何濃度之半導體區域。

16.   如申請專利範圍第 6項所述之非對稱式雙向矽控整流器，其中該半導體區域間皆設有一
隔離結構，其可選自於場氧化層、淺溝渠或是未摻雜任何濃度之半導體區域。

17.   如申請專利範圍第 7項所述之非對稱式雙向矽控整流器，其中該半導體區域間皆設有一
隔離結構，其可選自於場氧化層、淺溝渠或是未摻雜任何濃度之半導體區域。

18.   如申請專利範圍第 8項所述之非對稱式雙向矽控整流器，其中該半導體區域間皆設有一
隔離結構，其可選自於場氧化層、淺溝渠或是未摻雜 任何濃度之半導體區域。

19.   如申請專利範圍第 9項所述之非對稱式雙向矽控整流器，其中該半導體區域間皆設有一
隔離結構，其可選自於場氧化層、淺溝渠或是未摻雜任何濃度之半導體區域。

20.   如申請專利範圍第 10項所述之非對稱式雙向矽控整流器，其中該半導體區域間皆設有一
隔離結構，其可選自於場氧化層、淺溝渠或是未摻雜任何濃度之半導體區域。

21.   如申請專利範圍第 11項所述之非對稱式雙向矽控整流器，其中該半導體區域間皆設有一
隔離結構，其可選自於場氧化層、淺溝渠或是未摻雜任何濃度之半導體區域。

22.   如申請專利範圍第 12項所述之非對稱式雙向矽控整流器，其中該半導體區域間皆設有一
隔離結構，其可選自於場氧化層、淺溝渠或是未摻雜任何濃度之半導體區域。

23.   如申請專利範圍第 13項所述之非對稱式雙向矽控整流器，其中該半導體區域間皆設有一
隔離結構，其可選自於場氧化層、淺溝渠或是未摻雜任何濃度之半導體區域。

24.   如申請專利範圍第 14項所述之非對稱式雙向矽控整流器，其中該半導體區域間皆設有一
隔離結構，其可選自於場氧化層、淺溝渠或是未摻雜任何濃度之半導體區域。

25.   一種非對稱式雙向矽控整流器，其包含有：一基板，其為第二導電型； 一第一導電型結
構，其係位於該基板上；一第一井與一第二井，其係位於該第一導電型結構內，該第一

井與該第二井皆為第二導電型，且該第一井與該第二井之側邊間隔有該第一導電型結

構；一第一埋入層與第二埋入層，其係各位於該第一井與第二井之底部；一第一半導體

區域與一第二半導體區域，其皆位於該第一井之內，該第一半導體區域與該第二半導體

區域為相反之導電型；一第六半導體區域，其係位於該第一井與作為間隔之該第一導電

型結構之接面上且與該第二半導體區域具相同之導電型，該第二半導體區域與該第六半

導體區域之上間設有一第一閘極；一第四半導體區域與一位於該第四半導體區域外側之

(2)
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第三半導體區域，其係各位於該第二井內，該第四半導體區域與該第三半導體區域為相

反之導電型；以及一第七半導體區域，其係位於該第二井與該第一導電型結構之接面上

且與第四半導體區域為相同導電型，該第四半導體區域與該第七半導體區域之上間設有

一第二閘極。

26.   如申請專利範圍第 25項所述之非對稱式雙向矽控整流器，其中該第一閘極與該第二閘極
各可有一電阻分別串接到陽極至陰極。

27.   如申請專利範圍第 25項所述之非對稱式雙向矽控整流器，其中該第一導電型結構可以為
未摻雜磊晶層或已摻雜之井區。

28.   如申請專利範圍第 25項所述之非對稱式雙向矽控整流器，其中該半導 體區域間皆設有
一隔離結構，其可選自於場氧化層、淺溝渠或是未摻雜任何濃度之半導體區域。

29.   如申請專利範圍第 25項所述之非對稱式雙向矽控整流器，其中該第六半導體區域與該第
七半導體區域間可設有一第三閘極。

30.   如申請專利範圍第 25項所述之非對稱式雙向矽控整流器，其中以該第一半導體區域為中
心鏡射其另外半邊結構。

31.   如申請專利範圍第 25項所述之非對稱式雙向矽控整流器，其中該第一閘極、該第一半導
體區域與該第二半導體區域連接至一陽極端，該第二閘極、該第四半導體區域與該第五

半導體區域連接至一陰極端。

32.   如申請專利範圍第 25項所述之非對稱式雙向矽控整流器，其中該第一導電型為 N型，
而該第二導電型為 P型。

33.   如申請專利範圍第 25項所述之非對稱式矽控整流器，其中該第一導電型為 P型，而該第
二導電型為 N型。

34.   如申請專利範圍第 25、26、27、28、29、30、31、32或 33項所述之非對稱式雙向矽控
整流器，其中該第一埋入層之導電型可以為第一導電型，而第二埋入層之導電型可以是

第一導電型或第二導電型。

35.   一種非對稱式雙向矽控整流器，其包含有：一基板，其為第二導電型；一第一導電型結
構，其係位於該基板上；一第一井與一第二井，其係位於該磊晶層內，且皆為第二導電

型，該第一井與該第二井側邊係間隔有該第一導電型結構； 一第一埋入層與一第二埋入
層，其係位於該第一井與一第二井底部；一第一半導體區域與一第二半導體區域，其皆

位於該第一井內，該第一半導體區域與該第二半導體區域為相反之導電型；一第六半導

體區域，其係位於該第一井與該間隔之第一導電型結構之接面上且與該第一半導體區域

為相同導電型，該第二半導體區域與該第六半導體區域間之上設有一第一閘極；一第四

半導體區域與一位於該第四半導體區域外側之第三半導體區域，其係各位於該第二井

內，該第四半導體區域與該第三半導體區域為相反之導電型；以及一第七半導體區域，

其係位於該第二井與該間隔之第一導電型結構之接面上且與該第三半導體區域為相同導

電型，該第四半導體區域與該第七半導體區域間之上設有一第二閘極。

36.   如申請專利範圍第 35項所述之非對稱式雙向矽控整流器，其中該第一閘極與該第二閘極
各可有一電阻分別串接到陽極及陰極。

37.   如申請專利範圍第 35項所述之非對稱式雙向矽控整流器，其中該半導體區域間皆設有一
隔離結構，其可選自於場氧化層、淺溝渠或是未摻雜任何濃度之半導體區域。

38.   如申請專利範圍第 35項所述之非對稱式雙向矽控整流器，該第一閘極、該第一半導體區
域與該第二半導體區域連接至一陽極端，該第二閘極、該第四半導體區域與該第五半導

體區域連接至一陰極端。
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39.   如申請專利範圍第 35項所述之非對稱式雙向矽控整流器，其中該第一 導電型為 N型，
而該第二導電型為 P型。

40.   如申請專利範圍第 35項所述之非對稱式雙向矽控整流器，其中該第一導電型為 P型，而
該第二導電型為 N型。

41.   如申請專利範圍第 35項所述之非對稱式雙向矽控整流器，其中該第六半導體區域與該第
七半導體區域間之上可設有一第三閘極。

42.   如申請專利範圍第 35、36、37、38、39、40或 41項所述之非對稱式雙向矽控整流器，
其中該第一埋入層之導電型可以為第一導電型，而第二埋入層之導電型可以是第一導電

型或第二導電型。

圖式簡單說明

第 1圖為本發明之一具體實施例示意圖。
第 2圖為本發明之另一具體實施例示意圖。
第 3圖為本發明之又一具體實施例示意圖。
第 4圖為本發明之再一具體實施例示意圖。
第 5圖為本發明之又一具體實施例示意圖。
第 6圖為本發明之再一具體實施例示意圖。
第 7圖為本發明之另一具體實施例示意圖。
第 8圖為本發明之又一具體實施例示意圖。
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